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Cisnienie jest jednym z parametrow silnie determinujacych przebieg procesow przemystowych. Jego
kontrola jest niezbedna, aby zapewni¢ prawidtowy ich przebieg przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczenstwa pracy. W zwiagzku z tym prowadzonych jest coraz wigcej badan, skupiajacych si¢ na
opracowaniu nowych czujnikow cisnienia, ktore zapewnig zdalny i doktadny odczyt, a jednoczesnie
umozliwig monitorowanie parametru w czasie rzeczywistym. Jedng z klas takich czujnikow ci$nienia
sg manometry luminescencyjne, ktore zapewniaja mozliwo$¢ precyzyjnego i bezkontaktowego
wskazania wartosci ci$nienia. Odczyt opiera si¢ na zmianach wlasciwosci spektroskopowych
luminoforu pod wptywem przytozonego ci$nienia. Jednym z mechanizméw powodujacych wspomniane
wyzej zmiany jest skracanie odlegtosci metal-tlen w wyniku przytozonego ci$nienia, co z kolei zwigksza
sife pola krystalicznego. Dlatego szczegoélnie badane w kontek$cie opracowywania nowych
luminescencyjnych czujnikow cisnienia sg luminofory, ktorych wlasciwosci spektroskopowe silnie
zalezg od sity pola krystalicznego. Ws$rod takich jonow sg jony Ni?*, dla ktorych w literaturze mozna
znalez¢ niewiele publikacji, opisujacych wptyw ci$nienia na ich wiasciwosci spektroskopowe. Ze
wzgledu na silny wptyw sity pola krystalicznego na luminescencje jonéw Ni?*, moga one okazaé si¢
potencjalnymi kandydatami do zastosowania jako wysokoczute manometry luminescencyjne.

Celem tego projektu jest opracowanie manometrow luminescencyjnych opartych na emisji jonow Ni?*
w matrycach typu XGa;Os (X odpowiada dwuwarto$ciowemu kationowi metalu) i zbadanie ich
wlasciwos$ci manometrycznych zaleznych m.in. od parametréw materialowych matryc. Aby to osiagnac,
konieczne jest zwickszenie intensywnosci emisji jonow Ni?*, co jest gtownym powodem, dla ktorego
wiasciwosci spektroskopowe tych jonow w funkcji przytozonego cisnienia sg tak rzadko badane. W tym
celu przeprowadzona zostanie szczegotowa optymalizacja syntez i sktadu matryc domieszkowanych
jonami Ni?*,



